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2. PRESENTACION

Los diferentes dispositivos electronicos como lo son los diodos transistores y circuitos
integrados son hechos de material semiconductor. Con el propdsito de entender el
funcionamiento de estos dispositivos, es necesario un conocimiento basico de la estructura
de los atomos y la interaccion con las particulas atdmicas. Este curso se ofrece en los
primeros semestres de las carreras de ingenieria electronica, por lo que su contenido
introduce a los alumnos diferentes conceptos relacionados con los dispositivos de estado
solido y algunos sistemas simples, incluyendo circuitos integrados y componentes
activados por la luz.

3. OBJETIVO GENERAL

Integrar un estudio de los fundamentos sobre los materiales y diferentes dispositivos
electrénicos como lo son los diodos transistores y circuitos integrados que son hechos de
material semiconductor, sus circuitos y aplicaciones.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. El alumno comprenderd la estructura del atomo e identificard los materiales
semiconductores y la interaccion con otros elementos desde el punto de vista
atémico.

2. El alumno conocerd los fundamentos para la formacion de los dispositivos
electronicos simples que juegan un papel fundamental para todos los sistemas
electronicos.

3. El alumno implementara circuitos con dispositivos electronicos simples para
comprender su funcionamiento real como complemento a modelo correspondiente.

5. CONTENIDO

Temas y Subtemas

| Fisica de semiconductores
1.1 Introduccidn a los dispositivos semiconductores
1.2 Materiales semiconductores
1.3 Estructuras cristalinas
1.3.1 Redes de Bravais
1.4 Enlaces covalentes
1.5 Bandas de energia
1.6 Semiconductores intrinsecos y extrinsecos
1.7 El diodo
1.8 Caracterizacion del diodo
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Il Aplicaciones del diodo

2.1 Rectificadores de media onda

2.2 Rectificadores de onda completa

2.3 Filtros y reguladores de la fuente de alimentacion
2.4 Circuitos limitadores y sujetadores con diodos
2.5 Multiplicadores de voltaje

11 Transistores de union bipolar

3.1 Estructura de un BJT

3.2 Operacion bésica de un BJT

3.3 Caracteristicas y parametros de un BJT
3.4 El BJT como amplificador

3.5 ElI BJT como interruptor

3.6 El fototransistor

3.7 Categorias y encapsulado de transistores

IV Circuitos de polarizacion de transistores

4.1 Punto de operacion en CD

4.2 Polarizacion por medio de un divisor de voltaje
4.3 Otros métodos de polarizacion

V Amplificadores con BJT

5.1 Operacion de un amplificador

5.3 Modelos de transistor en CA

5.4 El amplificador comun en emisor, colector y base
5.5 Amplificadores de etapas multiples

5.6 Amplificador diferencial

V1 Transistores de efecto de campo

6.1 EI JFET

6.2 Caracteristicas, parametros y polarizacion del JFET
6.3 EI MOSFET

6.4 Operacion y polarizacion de un MOSFET

6.5 EI IGBT

7. TAREAS Y ACCIONES

a) Presentacion por el profesor del nombre de la materia, programa académico y objetivos.

b) Establecer las actividades a desarrollar durante el semestre, la modalidad de
acreditacion y evaluaciéon del curso.

c) Presentacion de temas por el profesor con la participacion de los alumnos.
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d)

e)
f)

Participacion del alumno de forma individual o colectiva, donde realice andlisis,
discusion y préacticas de laboratorio de los temas.

Resolucion de ejercicios y problemas que se propondran durante el curso.

Realizacion de exdmenes parciales.

g) Investigacion bibliogréfica, de acuerdo al tema.

8. BIBLIOGRAFIA BASICA

1 | Thomas L. Floyd, “Dispositivos electronicos”, Editorial PEARSON Prentice Hall, 2008

2 | Robert L. Boylestad, “Electronica: teoria de circuitos y dispositivos electrénicos”, 82
edicion, Pearson Prentice Hall 2003

3 | Albert Malvino, “Principios de electrénica” , 72 edicién, McGraw-Hill 2007

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

=

E. HALL, “Fisica del estado sélido” Editorial Limusa 1978

Muhammad H. Rashid, “Circuitos microelectrénicos: Analisis y disefio”, International
Thomson Editores 2000
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